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半導体リソグラフィでは、マルチパターニングを用いた ArF液浸リソグラフィが今後も主

力として続く見込みである。マルチパターニングにおける工程数増加を補うため、露光機

には更なるスループット向上、レーザには高出力化が求められている。 

マルチパターニングでは線幅制御をより厳密に行う必要がある。このため、レーザには偏

光度を維持しながら出力増加を達成することが重要な課題となっている。本発表では偏光

度制御を高度化するための基礎技術となる評価/測定技術について報告する。 

従来、偏光度はビームの全域において概ね均一に分布していると考え、ビーム全体もしく

は一部を切り出して測定し、一つの数値として評価してきた。しかしながら今回測定を行

ったところ、偏光度はビーム内で必ずしも一様ではないことが判明した。測定はビームの S

偏光成分のエネルギ強度分布(Fig.1)と、ビーム本来のエネルギ強度分布(Fig.2)と比較す

ることで行った。解析の結果，出力増加に対するビームの端部の偏光度変化が中央部より

大きいといった特性が明らかとなってきている。 

講演ではビームの面内の偏光度分布の測定方法とその結果について説明する。 
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